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現在市販の太陽電池では p 型結晶シリコン PERC セルが主流であるが，近年，光劣化を避ける

ために従来のホウ素からガリウムへのドーパントの移行が起こっている[1]．よく知られた光劣化

である BO-LID はホウ素-酸素欠陥に起因し，Ga ドープ Si はホウ素を原則持たないが，高温での

光照射により発生するLeTIDは，ドーパントの種類に関わらず発生することが報告されている[2]．

Ga ドープセルでの光劣化，特に LeTID については不明な点も多いため，本発表では，Ga ドープ

Czシリコン PERCセルに対し光劣化試験を行い，その結果を報告する． 

光劣化試験では，光源として疑似太陽光またはキセノンランプを使い，75℃または 95℃で光照

射を行った．Ga サンプルの LeTID 挙動は，光劣化試験前のダークアニール[3]や試験中の光強度

の影響を受ける[4]との報告があるため，事前ダークアニール処理や低強度光照射条件での試験も

行った．光劣化試験中のサンプルの特性は，25℃での Suns-Voc測定により評価した． 

下図は，1 sun / 95 ℃での光劣化試験中の Bドープおよび Gaドープ Cz-Si PERCセルの Vocの変

化を示している．B ドープセルでは試験開始直後に大きな Vocの低下を示したのに対し，Ga ドー

プセルでは 386 hまでの試験期間中に Vocの低下は見られなかった． 

 

図 疑似太陽光 1 sun / 95 ℃での光劣化試験中の(a) B ドープおよび(b) Gaドープ Cz-Si PERC セル

の Voc変化(事前ダークアニール処理なし)． 
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